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AT-045：触針式段差計
AT-082：化合物半導体エッチング装置（ICP-RIE）
AT-095：RF-DCスパッタ成膜装置（芝浦）

報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

単分子誘電体を用いたFET、キャパシタを作製するための条件検討実施。Siウエハ
上にTiNをスパッタで成膜してサンプルを作製し、条件を振ってエッチングするこ
とでエッチングレートを算出した。

実験
Experimental

4インチSiウエハに【AT-095】RF-DCスパッタ成膜装置（芝浦）でTiNを成膜した。
成膜面にSiウエハ小片をグリスで貼ってエッチング用のマスクとし、【AT-082】化
合物半導体エッチング装置（ICP-RIE）でエッチングした。Siウエハからマスクを外
し、IPAでグリスを除去した後にマスク保護下とエッチング処理面を横切るように
【AT-045】触針式段差計で切削深さを測定した。エッチング処理時間だけを変更
して上記の操作を繰り返し、測定段差/エッチング時間をプロットした。スパッタ、
エッチング条件は下記を用いた。
スパッタ条件：DC200W, Ar/N2=17/3sccm, 0.5Pa, 55min52sec
エッチング条件1：Cl2/BCl3=10/4sccm, 1.00Pa, ICP/Bias=200W/10W, 167sec
エッチング条件2：Cl2/BCl3=10/4sccm, 1.00Pa, ICP/Bias=200W/10W, 200sec
エッチング条件3：Cl2/BCl3=10/4sccm, 1.00Pa, ICP/Bias=200W/10W, 250sec

結果と考察
Results and Discussion

図1にエッチング条件3の250sec処理面の段差測定結果、図2に触針式段差計で測定
した段差とエッチング処理時間のプロットを示す。今回の設定条件でのTiNのエッ
チングレートは0.6697nm/secであった。
今後のデバイス試作の際にこのレートを用いつつ、得られるデータによって適宜更
新を図る。
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図１ 250sec処理面の段差測定結果
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図２ 触針式段差計で測定した段差とエッチング処理時間のプロット
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